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1. Doktorat nauka iz oblasti za koju se bira

{nawziv doktorske disertacije. naudna oblast, godina 1 mesto odbrane)

"Uticaj testova pouzdanosti na efekte zracenja kod VDMOS tranzistora snage", Fizika nanokomponenata, 2006. god. Elektronski
fakultet u Nisu

Doktorska disertacija je rezultat rada na nau¢no-istraZzivackim projektima osnovnih nauka, odnosno osnovnih istraZivanja u
oblasti fizike: "Fizika, modelovanje i karakterizacija dielektri¢nih slojeva za MOS nanokomponente" i "Fizika, modelovanje i
karakterizacija pojava u tankim slojevima kod MOS nanokomponenata".

2. Pozitivna ocena nastavnog rada

(naziv dokumenta, nmaziv ustanove/organizacije koja je izdala dokument, datum izdavania)

Dokument usvaja Izborno vece Gradevinsko-arhitektonskog fakulteta

3. Ostvarene aktivnosti bar u Cetiri elementa doprinosa Siroj akademskojzajednici iz ¢lana 4. kriterijuma
{opis aktivnost, podadt o dokumentimal

1. Podrzavanje vannastavnih akademskih aktivnosti studenata: U¢esce u organizovanju studentske konferencije "IV



Medunarodni simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti gradevinarstva, arhitekture i zastite Zzivotne sredine - PhIDAC
2012", 27 - 28. septembar 2012, Ni3, i ¢lan Organizacionog odbora ove konferencije. U periodu od 2013. do 2015. godine
aktivno pruzanje podrike zainteresovanim studentima u pripremi i realizaciji postavki za festivale nauke "Nauk nije bauk".

2. Ucesce u radu tela fakulteta i univerziteta:

- od 2014. do sada ¢lan Veda Centra za unapredenje kvaliteta Univerziteta u Ni3u;

- od 2010. do sada ¢lan Komisije za obezbedenje kvaliteta na Gradevinsko - arhitektonskom fakultetu;

- od 2007. do sada ¢lan Komisije za nastavu;

- u periodu od 2009. do 2013. predsednik Komisije za rangiranje kandidata za upis u | godinu osnovnih akademskih studija;

- 2009. i 2010. ¢lan Komisije za sprovodenje konkursa za upis u | godinu osnovnih akademskih studija;

- 2003, 2004. i u periodu od 2007. do 2013. ¢lan Komisije za sprovodenje prijemnog ispita za upis u | godinu osnovnih
akademskih studija;

- 2012. ¢lan Komisije za pregled i ocenu prijemnog ispita za predmet Fizika na Tehnoloskom fakultetu, a 2013. i predsednik ove
komisije;

- u periodu od 2007. do 2011. uéestvovala u radu grupe za sprovodenje studentskog vrednovanja na Gradevinsko -
arhitektonskom fakultetu;

- ¢lan Nastavno-naucnog veca Gradevinsko - arhitektonskog fakulteta.

3. Rukovodenje aktivnostima na fakultetu i univerzitetu: Na Gradevinsko - arhitektonskom fakultetu obavljala poslove
prodekana za finansijsko-materijalna pitanja od 2009. do 2012. godine.

4. Doprinos aktivnostima koje poboljSavaju ugled i status fakulteta i Univerziteta: Na Gradevinsko - arhitektonskom fakuitetu u
toku 2008. i 2009. godine, kao i 2013. i 2014. godine radila u okviru grupe koja je pripremala materijal za akreditaciju i ponovnu
akreditaciju Fakulteta i njegovih studijskih programa. U periodu od 2009. do 2012. godine ¢lan radne grupe Preparation group
for joint doctoral studies - grupe za prioremu zajednickih doktorskih studija koje bi organizovali Ruhr-University Research School
Bochum i fakulteti iz Beograda, Skoplja, i Nisa, a u okviru DYNET/SEEFORM-a. U¢es¢e u promociji Fakulteta u periodu od 2009.
do 2012. godine.

5. Organizacija i vodenje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i medunarodnih struénih i nau¢nih konferencija i skupova: Clan
Organizacionog cdbora medunarodne konferencije "International Conference Innovation as a Function of Engineering
Development - IDE2011", 25. - 26. September 2011, Nis. Aktivno u¢esce u pripremi konferencije.

6. UceSc¢e na lokalnom, regionalnim, nacionalnim ili internacionalnim umetni¢kim manifestacijama (izlozbe, festivali, umetniéki
konkursi i sl.), konferencijama i skupovima: U¢eS¢e i sa uspehom prezentovanje svojih radova na veéem broju internacionalnih i
nacionalnih konferencija i skupova kao sto su MIEL, IDE, ISPS, CAS, TELSIKS, ETRAN, I&A.

7. Uspesno izvrSavanje zaduzenja vezanih za nastavu, mentorstvo, profesionalne aktivnosti namenjene kao doprinos lokalnoj ili
siroj zajednici: Predavanje na Gradevinsko - arhitektonskom fakultetu u okviru manifestacije Girl's day 2012 koja je podrZana od
GIZ (German International Cooperation). Uspe3no drZanje nastave iz vise predmeta na Gradevinsko - arhitektonskom fakultetu i
Tehnolo3dkom fakultetu.

4. Mentorstvo ili komentorstvo bar jedne doktorske disertacije

4 zamena: Jedan nautni rad u &asopisu kagegorije M21 ili M22, ili jedan udZbenik ili jedna monografija
{rad, udZbenik Lmonografija se ne radunaju u stavovima 8., 8,19,

1. 1. S. Golubovié, S. Dorié¢-Velikovi¢, I. Mani¢, V. Davidovi¢, "Efekti naprezanja oksida gejta VDMOS tranzistora snage",
Monografija, Elektronski fakultet Ni§, Edicija monografije (2006). ISBN: 86-85195-16-0 0 (u monografiji su prezentovani rezultati
dobijeni radom na projektu programa osnovnih istrazivanja u oblasti fizike)

2. A. Jovanovi¢, P. Peji¢, S. Djorié-Veljkovi¢, ). Karamarkovi¢, M. Djeli¢, "Importance of building orientation in determining
daylighting qualityin student dorm rooms: Physical and simulated daylighting parameters’ values compared to subjective
survey results", Energy and Buildings, vol. 77, pp. 158-170 (2014} ISSN: 0378-7788 DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.03.048
doi:10.1016/j.enbuild.2014.03.048
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0378778814002680 (M21)

5. Ostvareni rezultati u razvoju naucno-nastavnog podmilatka, i to u barem jednom od sledecih elemenata: utes$dem u
komisijama za odbranu doktorske disertacije, magistarske teze ili master rada, drZzanjem nastave na doktorskim studijama,
drzanjem priprema studenata za studentska takmicenja, uceddem u zavrinim radovima na specijalistickim | master studijama i
slicno

1. Clan Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije koja je odbranjena na Elektronskom fakultetu 2010, godine, kandidata
Vojkana Davidovi¢a. Na Masinskom fakultetu u periodu od 2012. do 2014. godine ¢lan Komisija za pregled, ocenu i odbranu
jednog diplomskog rada i tri master rada. Na Gradevinsko-arhitektonskom fakultetu 2016. godine ¢lan Komisija za pregled i
odbranu jednog diplpmskog rada i tri master rada.



2. Drzanje nastave na studijskim programima doktorskih studija.

6. Od izbora u prethodno zvanje objavijen udZbenik ili monografiia iz oblasti za koju se bira

Snezana Dori¢-Veljkovi¢, Momdilo Koci¢, Marija Stojanovié-Krasié, "Fizika - elektricitet, optika, atomska i nuklearna fizika",
Univerzitet u NiSu, Tehnoloski fakultet, 2015. ISBN: 978-86-89429-09-1

3

7. Ufedce u medunarodnim ili domadim naudnim projektima

Ule3ée u radu na pet naucno-istrazivackih projekata osnovnih istrazivanja u oblasti fizike finansiranih od strane resornog
ministarstva Republike Srbije.

Ulesée u radu na medunarodnom nauénom projektu koji je realizovan u saradnji Katerdre za Mikroelektroniku Elektronskog
fakulteta sa Institutom za fiziku ¢vrstog stanja Bugarske akademije nauka u Sofiji.

8. Od izbora u prethodno zvanje jedan rad objavlien u ¢asopisu koji izdaje Univerzitet u Nisu il fakultet Univerziteta u Nigu ili sa
SCI liste, u kojem je prvopotpisani autor rada

SneZana Dori¢-Veljkovi¢, Sofija Ran¢i¢, Predrag Jankovié, "Primena opti¢kih vlakana za uvodenje svetlosti u objekte", Zbornik
radova Gradevinsko-arhitektonskog fakulteta, no. 28, pp. 185-194 (2013) UDK: 666.189.21:666.22:628.9
http://www.gaf.ni.ac.rs/index1.php

8. Od prvog izbora u prethodno zvanje 18 poena ostvarenih objavijivanjem naudnih radova u ¢asopisima kategorija M21, M22,
M23, u skiadu sa nalinom bodovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnolodkog razvoja Republike Srbije. Bar na jednom radu
kandidat mora hiti prvopotpisant autor.

Od izbora u prethodno zvanje, u svim navedenim radovima (1 kategorije M21, 3 kategorije M22 i 3 kategorije M23) su
prezentovani rezultati dobijeni radom na projektu programa osnovnih istraZivanja u oblasti fizike O1171026.
Prvopotpisani autor - na dva rada.

1. I. Mani¢, D. Dankovi¢, A. Priji¢, V. Davidovi¢, S. Djori¢-Veljkovié, S. Golubovié, Z. Priji¢, and N. Stojadinovi¢, "NBT! Related
Degradation and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDMOSFETs Under the Static and Pulsed NBT Stress Conditions”,
Microelectronics Reliability, vol. 51, no. 9-11, pp. 1540 - 1543 (2011) ISSN: 0026-2714, DOI: 10.1016/j.microrel.2011.06.004
https://www.researchgate.net/publication/256815516_NBTI_related_degradation_and_lifetime_estimation_in_p-
channel_power_VDMOSFETs_under_the_static_and_pulsed_NBT_stress_conditions (M23)

2. D. Dankovi¢, 1. Mani¢, A. Priji¢, V. Davidovi¢, S. Djori¢-Veljkovié, S. Golubovi¢, Z. Prijié, and N. Stojadinovié¢, "Effects of Static
and Pulsed Negative Bias Temperature Stressing on Lifetime in p-Channel Power VDMOSFETs", Informacije MIDEM-journal of
Microelectronics Electric Components and Materials, vol. 43, iss. 1, pp. 58-66 {2013) ISSN: 0352-9045 Accession Number:
WO0S5:000318180100008 http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43(2013)1p58.pdf (M23)

3. S. Djori¢-Veljkovié, . Mani¢, V. Davidovi¢, D. Dankovié, S. Golubovié, and N. Stojadinovi¢, "Comparison of Gamma-Radiation
and Electrical Stress Influences on Oxide and Interface Defects in Power VDMOSFETs", Nuclear Technology & Radiation
Protection, vol. 28, no. 4, pp. 406-414 (2013) ISSN: 1451-3994 DOI: 10.2298/NTRP1304406D 10.2298/NTRP1304406D
http://ntrp.vinca.rs/2013_4/Contents2013_4.html (M22)

4. S. Djori¢-Veljkovi¢, I. Mani¢, V. Davidovi¢, D. Dankovi¢, S. Golubovi¢, and N. Stojadinovi¢, "Annealing Influence on Recovery of
Electrically Stressed Power Vertical Double-Diffused Metal Oxide Semiconductor Transistors", Japanese Journal of Applied
Physics, vol. 54, no. 6, article number. 064101-1-7 (2015) ISSN: 0021-4922 DOI: 10.7567/])JAP.54.064101
http://dx.doi.org/10.7567/)JAP.54.064101 http://iopscience.iop.org/1347-4065/54/6/064101/ (M23)

5. D. Dankovié, N. Stojadinovié, Z. Priji¢, . Mani¢, V. Davidovi¢, A. Priji¢, S. Djori¢-Veljkovi¢, S. Golubovié, "Analysis of
Recoverable and Permanent Components of Threshold Voltage Shift in NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFET", Chinese
Physics B, vol. 24, no. 10, pp. 106601-1-9 (2015) ISSN: 1674-1056 DOI: 10.1088/1674-1056/24/10/106601
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/24/10/106601/pdf (M22)

6. D. Dankovi¢, I. Mani¢, A. Priji¢, S. Djori¢-Veljkovié, V. Davidovi¢, N. Stojadinovié, Z. Priji¢, S. Golubovi¢, "Negative Bias
Temperature Instability in P-Channel Power VDMOSFETs: Recoverable Versus Permanent Degradation”, Semiconductor Science
and Technology, vol. 30, pp.105009-1-9 (2015) ISSN: 0268-1242 DOI: 10.1088/0268-1242/30/10/105009
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0268-
1242/30/10/105009/meta;jsessionid=52BBCB92FFAF8242695F1FB5776FF642.cl.iopscience.cld.iop.org (M22)

7. V. Davidovi¢, D. Dankovi¢, A, lli¢, I. Mani¢, S. Golubovié, S. Djori¢-Veljkovié, Z. Priji¢, N. Stojadinovié¢, "NBTI and Irradiation
Effects in P-Channel Power VDMOS Transistors”, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 63, no. 2, pp. 1268-1275 (2016)
ISSN: 0018-9499, DOI: 10.1109/TNS.2016.2533866



http://apps.webofknowledge.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID:
(M21)

10. Sest naudnih radova radova saopitenih na medunarodnim ili domaéim nauérim skupovima

Radovi u kojima su prezentovani rezultati dobijeni radom na projektima osnovnih istraZivanja u oblasti fizike:

1. s. Djorié-Veljkovi¢, D. Dankovié, A. Priji¢, I. Mani¢, V. Davidovi¢, S. Golubovié¢, Z. Priji¢ and N. Stojadinovi¢, "Degradation of p-
channel Power VDMOSFETs under Pulsed NBT Stress”, Proc. 27th International Conference on Microelectronics {MIEL 2010), Nig,
May 2010 (pp. 443-446) (M33)

2. I. Mani¢, D. Dankovi¢, S. Djori¢-Veljkovi¢, A. Priji¢, V. Davidovi¢, S. Golubovié, Z. Priji¢, and N. Stojadinovié, "Negative Bias
Temperature instability in p-Channel Power VDMOSFETs Under Pulsed Bias Stress”, Proc. 10th International. Seminar on Power
Semiconductors (ISPS 2010), Prague (Czech Republic) September 2011 (pp. 173-178) (M33)

3. S. Djori¢-Veljkovi¢, V. Davidovi¢, S. Golubovi¢, "Efekti NBT naprezanja i od2arivanja kod P-kanalnog VDMOS tranzistora
snage", Zbornik radova LIl konferencije za ETRAN, Pali¢, 08-12 jun 2008., str. MO1.3-1-4. (M63)

4. S. Djori€-Veljkovi¢, V. Davidovi¢, D. Dankovié, I. Manié, S. Golubovi¢, and N. Stojadinovi¢, "Recovery Treatment Effects on
Gamma Radiation Response in Electrically Stressed Power VDMOS Transistors", Proc. 29th International Conference on
Microelectronics (MIEL‘14), Belgrade, May 2014 (pp. 293-296) DOI: 10.1109/MIEL.2014.6842146 (M33)

5. D. Dankovi¢, A, Priji¢, 1. Mani¢, V. Davidovié, S. Golubovié, Z. Priji¢, N. Stojadinovié, S. Dori¢-Veljkovi¢, "Odredivanje perioda
pouzdanog rada p-kanalnih VDMOS tranzistora snage podvrgnutih kontinualnim i impulsnim NBT naprezanjima", Zbornik radova
LVI konferencije za ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun 2012, str. MO1.1-1- MO1.1-4. (M63)

6. S. Djori¢-Veljkovi¢, I. Mani¢, V. Davidovi¢, D. Dankovié, S. Golubovié, N. Stojadinovié, "Uticaj odzarivanja na oporavak
elektri¢no naprezanih VDMOS tranzistora snage”, Zbornik radova LVII konferencije za ETRAN, Zlatibor, 3-6. jun 2013 (str. MO1.2-
1-6) (nagraden rad) (M63)

Od izbora u prethodno zvanje (pored radova 4-6) saopSteni su i radovi:

7. S. bori¢-Veljkovi¢, |. Karamarkovi¢, "Challanges and Possibilities of Application of OLED Light Sources", Proc. innovation as a
Function of Engineering Development (IDE 2011), Nis, 25 -26 November 2011 (pp. 103-108) publisher: Faculty of Civil
engineering and Architecture ISBN: 978-86-80295-98-5, COBISS.SR - ID 187462412 (M33)

8. Snezana Dori¢-Veljkovi¢, Sofija Ranci¢, Predrag jankovi¢, Bojan Ran¢i¢, "Using Novel Systems and Installations for Introducing
Daylight”, Proc. of 9th Scientific Technical Conference Contemporary Theory and Practice in Building Development, Banja Luka,
11.-12. April, 2013 (pp. 405-413) ISBN: 978-99955-630-8-0 (M33) '

9. D. Randjelovi¢, M, Vasov, J. Karamarkovi¢, S. Djori¢-Veljkovié, H. Krstic, "The influence of interior colors for efficient energy
consumption”, Proc. of 2013 - “Color in all directions”, Third International Color Conference for the Southeast European
Countries, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18. - 20. June, 2013 (pp. 557-567) ISSN: 1313-4884 (M33)

10. S. Djori¢-Veljkovi¢, ). Karamarkovi¢, D. Randjelovi¢, M. Vasov, H. Krstic, “Room surfaces colours and interior lightening",
Proc. of 2013 - “Color in all directions”, Third International Color Conference for the Southeast European Countries, Veliko
Tarnovo, Bulgaria, 18. - 20. June, 2013 {pp. 577-589) ISSN: 1313-4884 (M33)

11. A. Jovanovic, S. Djori¢-Veljkovié, |. Karamarkovic, P. Pejic, "Towards determining daylighting conditions in student
dormitories-a South Eastern Europe Case Study", Proc. of World Sustainable Buildings Conference Barselona, (WSB 14),
Barcelona, 28-30 October 2014 (vol. 4, session 136, pp. 395-1-7) ISBN: 978-84-697-1815-5 {M33)

12. S. Djori¢-Veljkovi¢, S. Ranci¢, "Innovative Systems and Installation for Providing of Light Into the Buildings", Zbornik radova
Il Nau&no-stru¢nog simpozijuma Instalacije & arhitektura I&A, Beograd, 8. novembar 2012, str. 183-189. ISBN:
978-86-7924-086-6 (M63)

11. Ostvarenih deset citata naulnih radova kandidata u drugim nauénim radovima objavijenim u nautnim ¢asopisima kategorija
M21, M22, M23 (izuzimajudi autocitate | citate saradnika, odnosno kocitate)

Prema podacima Univerzitetske biblioteke "Svetozar Markovi¢" u Beogradu, na osnovu pretrazivaéa Web of Science, ukupan
broj heterocitata u periodu od 2011. godine do sada je 66, 3to je i dato u zvaniénoj potvrdi u prilogu na NPAQ. Takode je u
prilogu data i bibliografija citiranih radova za period 2011-2016. godine. Na osnovu ovog priloga se vidi da od 2011. godine
postoji vide od 40 citata nauénih radova kandidata u drugim nau¢nim radovima objavljenim u nau&nim &asopisima kategorija
M21, M22, M23 (izuzimajudi autocitate i citate saradnika, odnosno kocitate).

Ovde je naveden deo citata:

a.21 S. Djori¢-Veljkovi¢, 1. Mani¢, V. Davidovi¢, D. Dankovi¢, S. Golubovi¢, and N. Stojadinovié, "Annealing of Radiation-Induced
Defects in Burn-in Stressed Power VDMOSFETs", Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 26, no. 1, pp. 18 - 24 (2011)
citirali su:

1. V.Dj. Vuki¢, P.V. Osmokrovi¢, "Power Lateral PNP Transistor Operating With High Current Density in Irradiated Voltage



|

Regulator”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 28, no. 2, pp. 146-157 (2013) DOI:10.2298/NTRP1302146V
http://ntrp.vinca.rs/2013_2/2_2013Vukic_pp_146_157.pdf

2. V.Dj. Vuki¢, P.V. Osmokrovi¢, "Impact of the Excess Base Current and the Emitter Injection Efficiency on Radiation Tolerance

of a Vertical PNP Power Transistor in a Voltage Regulator”, Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electronic Components
and Materials, vol. 43, iss. 1, pp. 27-40 (2013) http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-
84880993715&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-

79958218364 &src=s&imp=t&sid=D3974A4B1D3F43FE726FC426A7321BD3.y7ESLndDIsSN8cE7qwvyb6w%3al40&sot=cite&sdt=a&
3. V.E.Vuki¢, P.V. Osmokrovi¢, "Gamma-Radiation response of isolated collector vertical PNP power transistor in moderately
loaded voltage regulator L4940V5", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 15, iss. 9-10, pp. 1075-1083 (2013)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-848900926 07 &origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-

79958218364 &src=s&imp=t&sid=32A3D4647B5F6CD745CB9A1DB3CASA09.N5T5nM1aaTEF8rE6yKCR3A%3al406&sot=cite&sdt=

a.19 |. Mani¢, D. Dankovi¢, S. Djori¢-Veljkovi¢, V. Davidovi¢, S. Golubovié, and N. Stojadinovi¢, "Effects of Low Gate Bias
Annealing in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", Microelectronics Reliability, vol. 49, no. 9-11, pp. 1003 - 1007 (2009)
citirali su:

1. Wing-Shan Tam, Sik-Lam Sju, Bing-Liang Yang, Chi-Wah Kok, Hei Wong, "Off-State Drain Breakdown Mechanisms of VDMOS
with anti-JFET Implantation"”, Microelectronics Reliability, vol. 51, pp. 2064 - 2068 (2011)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271411003258

a.14 D. Dankovi¢, I. Mani¢, S. Djori¢-Veljkovi¢, V. Davidovi¢, S. Golubovié, and N. Stojadinovi¢, "NBT Stress-Induced Degradation
and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDOMOSFETs", Microelectronics Reliability, vol. 46, pp. 1828-1833 (2006)

citirali su:

1. Zhang Yue, Zhuo Qing-Qing, Liu Hong-Xia, Ma Xiao-Hua, and Hao Yue, "Flat-roof phenomenon of dynamic equilibrium phase
in the negative bias temperature instability effect on a power MOSFET", Chinese Physics B, vol. 23, no. 5, article number:
057304, pp. 057304-1- 057304-4 (2014) ISSN 1674-1056, DOI: 10.1088/1674-1056/23/5/057304 http://iopscience.iop.org/1674-
1056/23/5/057304/

a.13 N. Stojadinovi¢, I. Mani¢, V. Davidovi¢, D. Dankovi¢, S. Djori¢-Veljkovi¢, S. Golubovié, and S. Dimitrijev, "Electrical Stressing
Effects in Commercial Power VDMOSFETs", IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems, vol. 153, pp. 281-288 (2006)

citirali su:

1. A.N. Tallarico, P. Magnone, G. Barletta, A. Magri, E. Sangiorgi, and C. Fiegna, "Negative Bias Temperature Stress Reliability in
Trench-Gated P-Channel Power MOSFETs", IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, vol. 14, no. 2, pp. 657-663
(2014) ISSN 1530-4388 DOI 10.1109/TDMR.2014.2308580
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6748885&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp*
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